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研研研研究方向究方向究方向究方向：目前主要从事GaN基光电子探测器/传感器结构设计与器件工艺和物理、

GaN基太阳电池材料与器件结构设计及器件制备、GaN基异质结构设计与表征及其微波

功率器件可靠性、新型低维半导体结构与器件等方面的研究。 

 

主要主要主要主要课课课课程程程程： 

低维半导体物理与器件 
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